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Adaptateur de mode optique pourvu de deux canaux distincts 
La presente invention concerne un adaptateur de mode optique 
pr^sentant deux canaux distincts. 

Le domaine de IMnvention est ceiui de i'optique integree, domaine dans 
5 lequel un objectif est de realiser une pluralite de modules sur un mSme substrat. 
Un element essentiel de ces dispositifs est le guide d'onde qui achemine 
r§nergie lumineuse entre les difF§rents modules. 

Une preoccupation constante etant de limiter au maximum 
Tencombrement tfun dispositif integre, le guide d'onde presente des dimensions 
10 aussi petites que possibles et supporte par consequent un mode de propagation 
reduit. Par ailleurs, il convient de connecter ce dispositif a un quelconque 
equipement externe, ce qui se fait generalement au moyen d'une fibre optique. 
Or la fibre optique est un guide tf onde qui supporte un mode de propagation . 
etendu dont Textension spatiale est bien superieure a celle du mode reduit 
1 5 adopts dans le dispositif integre. 

II s'avere que la connexion entre deux guides de geometries differentes : 
induit des pertes optiques cons6quentes. 

La prdsente invention a ainsi pour objet un adaptateur de mode optique"^* 
pr^sentant des pertes Iimit6es. 
20 Selon rinvention, I'adaptateur comporte un premier et un second canal ^ 

sur un substrat optique pour le raccordement d'un premier et d'un second guide 
d'onde respectivement d sa premiere et § sa seconde extremite, ces deux 
canaux etant recouverts par au moins une couche guidante et Tindice de 
refraction du premier canal est inferieur ^ celui du second canal. 
25 Ainsi, I'indice est adapte aux caracteristiques geometriques souhaitees 

des modes de propagation distincts dans les deux canaux. 

Souvent, la largeur du premier canal est un peu superieure a celle du 
second canal. 

De preference, I'adaptateur comporte une cellule d'adaptation dans 
30 laquelle les deux canaux sont en contact, la premiere respectivement la seconde 
extremite de cette cellule etant disposee a proximite de la premiere 
respectivement la seconde extremite de I'adaptateur, la largeur du premier canal 
dScroissant de la premiere a la seconde extremite de la cellule d'adaptation. De 
plus, si possible, la largeur du premier canal est nulle a la seconde extremite de 
35 cette cellule d'adaptation. 
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De meme, la largeur du second canal decrbit de la seconde a la 
premiere extremity de la cellule d'adaptation, devenant 6ventuellement nulle a la 
premiere extremite de cette cellule d'adaptation. 

Eventuellement. la seconde extremity de la cellule d'adaptation coincide 
5 avec la seconde extrimlte de I'adaptateur. 

En outre. I'indice de refraction de la couche guidante est superieur a 

celui du substrat. 

• Avantageusement. I'adaptateur comporte au moins une couche de 
recouvrement dispos6e sur la couche guidante. I'indice de cette couche de 
10 recouvrement §tant inf§rieur § celui de la couche guidante et a celui des canaux. 

Selon un premier mode de realisation de I'adaptateur, I'un au moms de 
ces canaux est int§gre dans le substrat. 

Selon un deuxleme mode de realisation de I'adaptateur, I'un au moms de 

ces canaux fait saillie sur le substrat. 
15 D'autre part, I'indice de la couche guidante vaut celui du substrat 

multiplie par un facteur superieur ^ 1 ,001 . 

Generalement, I'epaisseur de I'ensemble des couches guidantes est 

comprise entre 1 et 20 microns. 

L'invention vise ^galement une premiere m^thode de fabrication d'un 

20 adaptateur qui comprend les stapes sulvantes : 

- realisation d'un masque sur le substrat pour definir le motif de I'un au moms 

de ces canaux, 

- implantation ionique du substrat masqu6, 

- retrait du masque, 

25 - depot de la couche guidante sur le substrat. 

Une deuxifeme methode comprend les etapes suivantes : 

- implantation ionique du substrat, 

- realisation d'un masque sur le substrat pour definir le motif de Tun au moins 
de ces canaux, 

30 - gravure du substrat sur une profondeur au moins egale § la profondeur 
d'implantation, 

- retrait du masque, 

- depot de la couche guidante sur le substrat. 

De preference, ces deux premieres methodes comprennent une etape 
35 de recuit du substrat qui fail suite § retape d'implantation ionique. 

Une trolsieme methode comprend les etapes suivantes : 
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- realisation d'un masque sur le substrat comportant des Ions mobiles pour 
definir le motif de I'un au molns des canaux, 

- immersion du substrat masqu§ dans un bain comportant des ions 
polarisables, 

5 - retrait du masque, 

- d§p6t de la couche guidante sur le substrat. 

Une quatriSme m§thode comprend les §tapes suivantes : 

- d6p6t d'une premiere couche d'indice de refraction superieur d celul du 
substrat, 

10 - realisation d'un premier masque sur ce substrat pour definir ie premier canal, 

- gravure du substrat, 

- retrait de ce premier masque, 

- depot d'une deuxieme couche, 

- realisation d'un deuxieme masque sur ce substrat pour definir le second 
15 canal, 

- gravure du substrat, 

- retrait du deuxidme masque, 

- depdt de la couche guidante sur ie substrat. 

Ces methodes sent d'autre part adaptees d la realisation des differentes. 
20 caracteristiques de I'adaptateur mentionnees ci-dessus. 

La presente invention apparaitra maintenant avec plus de details dans le 
cadre de la description qui suit d'exemples de realisation donnes k titre illustratif 
en se referant aux figures annexees qui representent : 

- la figure 1, un schema de la structure de base d'un adaptateur vu de dessus, 
25 - la figure 2, un schema d'un adaptateur perfectionne vu de dessus, 

- la figure 3, un schema en coupe d'un adaptateur, 

- la figure 4, la fabrication d'un adaptateur selon une premiere variante, 

- la figure 5, la fabrication d'un adaptateur selon une deuxieme variante, et 

- la figure 6, une vue en coupe d'un adaptateur realise en couches minces. 

30 Les elements presents dans plusieurs figures sont affectes d'une seule 

et mSme reference. 

En reference d la figure 1, dans sa structure de base, I'adaptateur 1 
deiimite par une premiere 1 1 et une seconde 12 extremites comporte une cellule 
d'adaptation 2 presentant une premiere 21 et une seconde 22 extremites 

35 disposees en regard des extremites correspondantes de I'adaptateur 1. 
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Eventueliement, la seconde extr§mit§ 22 de la cellule d'adaptation se 
confond avec la seconde extremite 12 de I'adaptateur. 

un premier canal C1 de fomie rectangulaire s'§tend selon un axe 
longitudinal de la premiere extr6mlt§ 11 de I'adaptateur ^ la seconde extremite 
22 de la cellule d'adaptation. Un second canal C2. de largeur inf^rieure a celle 
du premier canal CI, 6galement de fonne rectangulaire. s'etend selon le meme 
axe longitudinal de la seconde extremity 12 de I'adaptateur ^ la premiere 
extremity 21 de la cellule d'adaptation. La partie du deuxieme canal C2 qui 
figure dans la cellule d'adaptation 2 empiete sur le premier canal CI. 
d^tenninant une section de couplage S. 

L'indice de refraction du premier canal C1 est inferieur ^ celui du second 

canal C2. 

La largeur du second canal C2. qui est ici inf§rieure a celle du premier 
canal C1, pourrait Eventueliement lui §tre 6gale, voire lui Stre l^g^rement 

5 sup§rieure. ^. „ » 

Bien que la cellule d'adaptation 2 ne soit pas indispensable, elle pemiet 

de reduire sensiblement les pertes de couplage entre les deux canaux. 

' En reference a la figure 2. la structure de cette cellule peut etre 
optimisee et pour I'expliciter on d6finit un repSre d'alignement 23 qui prend la 
0 forme d'une droite perpendiculaire a I'axe de I'adaptateur et dlspos^e entre les 
deiix extremites 21, 22 de la cellule d'adaptation. 

^ La largeur du contour exterieur du premier canal C1 decroit de la 
premiere extremite 21 de cette cellule jusqu'au repere d'alignement 23. La 
decroissance est ici lineaire mais elle pourrait etre parabolique. exponentielle, 
25 ou de toute autre nature. Cette largeur est ensuite sensiblement constante entre 
le repere d'alignement 23 et la seconde extremite 22 de la cellule d'adaptation. 
excedant legerement la largeur du second canal 02 en dehors de cette cellule. 
La largeur residuelle du premier canal C1 qui vaut la largeur de son contour 
exterieur diminuee de la largeur du second canal 02 peut meme s 'annuler. 
30 La largeur du second canal 02 est sensiblement constante entre la 

seconde extremite 22 de la cellule d'adaptation et le repere d'alignement 23. Elle 
decron ensurte jusqu'a la premiere extremite 21 de la cellule d'adaptation. 
pouvant meme s'annuler a cet endroit. 

Naturellement. la cellule d'adaptation 2 peut prendre une fornie 
35 quelconque. le point important etant que les deux canaux CI, C2 soient en 
contact ou en quasi-contact sur I'une au moins de leurs faces. Ainsi, ces canaux 
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qui sont Imbriquds sur les figures 1 et 2 pourraient alternativement §tre 
juxtaposes, superposes ou bien se chevaucher suivant au moins une face 
commune. 

Selon un mode de realisation privilegie, I'adaptateur est realise en 
5 recourant S la technique de i'implantation lonlque. 

En reference S la figure 3a, le substrat est en silice ou bien II est en 
silicium sur lequel, solt on a fait croTtre un oxy6e thermlque, solt on a dSposS 
une couche de dioxyde de silicium ou d'un autre materiau. II pr6sente ainsi une 
face superieure ou substrat optique 31, couramment en dioxyde de silicium, 

10 d'une §paisseur de 5 a 20 microns, par exemple. Le premier canal C1 realist 
par implantation ionique est ici integre dans le substrat optique qui est lui-m§me 
recouvert d'une couche guidante 33. L'Indice de refraction du canal est 
naturellement plus eleve que celui du dio)Q^de de silicium. La couche guidante 
de 5 microns d'^paisseur, par exemple, est en dioxyde de silicium dope et 

15 prSsente un indice de refraction sup^rieur i^ celui du substrat optique, de 0,3% 
par exemple. Elle peut eventuellement r6sulter d'un empilement de couches, 
minces. De preference, une couche de recouvrement 34 qui peut egalemenfe 
consister en un empilement de couches minces est prevue sur la couched 
guidante 33. Cette couche de recouvrement, de 5 microns d'epaisseu^ 

20 egalement, a un indice inferieur i celui de la couche guidante et d celui dU 
canal ; dans le cas present elle est en dioxyde de silicium non dope. 

En reference a la figure 4a, une premiere methode de fabrication de 
I'adaptateur comporte une premiere etape qui consiste d realiser un premier 
masque 42 sur le substrat optique 31, ceci au moyen d'un precede classlque de 

25 photolithographie. Ce masque 42 est en resine, en metal ou en tout autre 
materiau susceptible de constituer une barriere infranchissable pour les ions lors 
de I'implantation. Eventuellement, le masque peut etre obtenu par un precede 
d'ecriture directe. II reproduit un motif M qui correspond a la reunion des deux 
canauxCI, C2. 

30 En reference d la figure 4b, le motif M est produit par implantation 

ionique du substrat masque. A titre d'exemple, pour une implantation de titane, 
la dose d'implantation D1 souhaitee pour le premier canal CI est comprise entre 
10''®/cm^ et 10''^/cm^ tandis que I'energie est comprise entre quelques dizaines 
et quelques centaines de KeV. 

35 En reference S la figure 4c, le premier masque est retire, par exemple au 

moyen d'un precede de gravure chimique. 
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L'etape suivante conslste a realiser un deuxieme masque sur le substrat 
optique 31 qui reproduit la forme du second canal C2. Ce second canal est 
produit par implantation ionique du substrat masqu§ a une dose (D2 - D1) 
comprise entre 10^ ^/cm^ et 10^ ^/cm^, si bien qu'il presente une dose 
5 d'implantation resultante D2. Puis la encore, le masque est retire. 

La precision de positionnement du deuxieme masque par rapport au 
premier masque etant necessairement limitee, la largeur du premier canal C1 
entre le repere d'alignement 23 et la seconde extremite 22 de la cellule 
d'adaptation excdde legerement la largeur du second canal C2 en dehors de 

10 cette cellule. De plus, la largeur du second canal C2 au niveau de la premiere 
extremity 21 de ia cellule d'adaptation n'est pas tout S fait nulle car il est 
pratiquement impossible de realiser une pointe parfaite sur un masque. 

Le substrat est ensuite soumis a un recuil pour reduire les pertes ^ la 
propagation au sein des deux canaux. A titre d'exemple, la temperature est 

15 coffiprise entre 400 et SOC^C, Tatmosphdre est controlee ou bien ii s'agit de Tair 
llbre, tandis que la duree est de Tordre de quelques dizaines d'heures. 

En reference a la figure 4d, la couche guidante 33 est alors deposee sur 
le substrat 31 au moyen de Tune quelconque des teclnniques connues pourvu 
que celle-ci conduise a un materiau a faibles pertes dont Tindice de refraction 

2 0 peut etre aisement controle. Enfin, la couche de recouvrement 34 est 
6ventue!lement deposee sur la couche guidante 18. 

En reference d la figure 3b, Tindlce de refraction du premier canal C1 est 
relativement faible, 1,56 par exemple, si bien que le mode de propagation 
dtendu GM s'dtend largement dans la couche guidante 33. La largeur de ce 

25 canal, 7,5 microns par exemple, et i'epaisseur de cette couche guidante sont 
choisies de sorte que le mode de propagation GM soit aussi voisin que possible 
de celui des fibres optiques monomodes. On peut alors obtenir un coefficient de 
coupiage aux fibres d'une valeur de 90%. LMndice effectif du mode guide est 
inferieur a i'indlce de refraction de la couche guidante et a celui du canal ; il est 

30 superieur ^ Tindice de refraction de la face superieure 31 et a celui de la couche 
de recouvrement 34. 

En reference a la figure 3c, le second canal C2 supporte un mode de 
propagation reduit PM, proche de celui que Ton rencontre sur les guides 
implantes sans couche guidante. 11 convient alors que I'indice du canal soit 

35 relativement eleve, 1,90 par exemple. La largeur de ce canal peut etre 
sensiblement reduite. L'indice elfectif du mode guide est id superieur a celui de 
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la couche guidante et tnfSrieur ^ celui du canal. Le confinement lateral du mode 

r§duft PM est trds important. 

On rappellera que implantation ionique se fait maintenant avec une trSs 

grande precision sur les doses d'ions implantes, typiquement 1%. Le substrat 
5 optique en dioxyde de silicium a un indice de refraction qui ne pr§sente pas ou 

peu de variations, il s'ensuit que Ton peut obtenir une trds grande precision sur 

rindice des canaux. A titre d'exemple, pour une dose implantee de titane de 

10 /cm respectivement 10' /cm , la precision sur Tindice de refraction attaint 

10"^ respectivement 10"^. Cette precision est particulierement importante 
10 lorsque Ton recherche le mode de propagation etendu GM car I'indice du 

premier canal est un parametre qui affecte de manidre tres sensible le coupiage 

aux fibres optiques. 

En reference a la figure 5a, une deuxieme methode de fabrication de 

I'adaptateur comporte une premiere etape qui consiste a implanter la totalite du 
15 substrat optique 31. La dose D1 et I'^nergle d'implantation correspondent a 

celles pr^vues pour le premier canal C1 . 

L'etape suivante consiste a r§aliser un masque identique au deuxieme^ 

masque de la m§thode ci-dessus sur le substrat optique 31 . Ce second canal esfe 

alors implants k la dose (D2 - D1 ) et le masque est retir§. r 
20 En reference a la figure 5b, la prochaine etape consiste k realiser uri 

nouveau masque 51 sur le substrat 31. Ce masque definit un motif 

complementaire de celui du premier masque employe au cours de la premiere 

methode mais il ne doit pas subir retape d'implantation. 

En reference k la figure 5c, le motif 25 est obtenu par gravure du 
25 substrat optique sur une profondeur au moins egale a la profondeur 

dMmplantation. L'une quelconque des techniques connues de gravure convient 

pourvu que celle-ci conduise a des caracteristiques geometriques acceptables, 

notamment le profil et Tetat de surface des flancs. 

On remarque ici que la premiere methode presente Tavantage de definir 
30 un guide d'onde dont la structure est parfaitement plane puisqu'elle ne comprend 

pas d'etape de gravure. 

En reference a la figure 5d, le masque est retire puis le substrat est ici 

aussi soumis k un recuit La couche guidante 33 et eventuellement la couche de 

recouvrement 34 sont alors deposees conformement k la premiere methode. 
35 Selon une variante de cette deuxieme methode, une premiere etape 

consiste a implanter la totalite du substrat optique 31 a une dose (D2 -D1), 
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L'^tape suivarte consiste a rSaliser un masque d«inissant le ^^ ''^[^ 
puis I graver le substrat pour delimHer ce second canal, subshat est alors 
Zlante a la dose D1 et la proohaine «ape consiste d r^allser le masque qu, 
XTun motf compl^ntaire de oelul du premier masque employ^ au cours 
de la premise mSthode. Le substrat est ensuile et la couche guidante est 

"^^"""^ne t«.i8i6me mfethode met en oeuvne la teohnologie d'echange d'ions. 
Dans ce cas, le substrat est un vene contenant dee ions mobiles i. temperature 
relaHvement basse, un ver-B de silicates contenant de foxyde de sod.um 
exemple. Le substrat est Id aussi pourvu d'un masque et, par raPP°rt ^ 
premiSra mSthode, rStape rfimplantatlon est remplacee par une etepe 
d-lmmersion dans un bain contenant des ions polarisables tel que arg^ou 
potassium. Le moUf est ainsi r^alis* par augmentation de I'mcUce de r«^on 
Ls4cutive ^ r^obange des ions polarisables aveo les ions mob^es ^".^'^ 
puis, g^n^ralement, le oanal est enterrS par application d'un champ eleotnque 
perpendiculaire a la face du substrat. „„„ 
1 Cette troisifeme methods pr^e une grande simplicte. Cependar^ elle 
imiiose la selection d'un substrat parUculIer qui n'a pas 
J oaract^ristiques souhait^. De plus, du fait d'une diffusion laterale 
, importante des ions, la resolution spatiale est limrtee. 

Une quatrlSme mithode met en oeuvre la technologie des couches 
minces. G&>Sralement, la face sup6rieure du substrat est en dioxyde de siliaum 
Une premiSre couche 61 d-indice sup^rieur k celui du dioxyde de s.liaum est 
dSpbsSe sur le substrat opUque au moyen tfune quelconque technique connue 
5 telie que dipet par hydrolyse a la flamme (« Flame Hydrolysis Deposition » en 
ten„inologle anglo-saxonne) dep6t chimlque en phase ~ .^^!^ 

pression et assists ou non par plasma, Evaporation sous vide, pulvensahon 
cathodique ou d#p6l par centrifugation. Cette couche est souvent du dioxyde de 
silicium dopE, de roxy-nitrure de silicium, du nitrure de siliclum et Ton peut aussi 
0 employer des polymSres ou des sols-gels. Un masque definissant le prenmer 
canal CI y compris la section de couplage S est alors applique sur la <»uche 
dSposSe 61. Ensulte, ce canal est rialis* par un proc6d6 de gravure dnimique 
ou de gravure seche tel que gravure plasma, gravure ionique reactive ou 
gravure par faisceaud-ions. 
,5 Le masque est retirS apr*s la gravure et. une deuxieme couche 62 est 

dSposee. Un autre masque dSfinlssant le second canal 02 est ensuite applique 
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sur la deuxifeme couche 62 avant une nouvelle §tape de gravure. La couche 
guidante 33 est alors d§posee sur les deux canaux. 

On est Ici aussi confronts ^ la difficulte de superposer deux masques 
avec une grande precision. 
5 Selon une variante, pour eviter ia marche qui se produit au 

chevauchement des deux canaux, le masque utilise pour graver la premiere 
couche 61 definit le premier canal C1 sans la section de couplage S. 

Cette methode requlert une operation de gravure qu'il est difficile de 
maTtriser tant sur le plan de ia resolution spatiale que sur Tetat de surface des 
10 flancs du canal, caracteristiques qui conditionnent directement les pertes a la 
propagation de I'adaptateur. 

Les exemples de realisation de IMnvention presentes ci-dessus ont 6te 
choisis pour leur caractere concret. II ne serait cependant pas possible de 
rSpertorier de maniere exhaustive tous les modes de realisation que recouvre 
15 cette invention. En particulier, toute §tape ou tout moyen decrit peut-etre 
remplace par une 6tape ou un moyen Equivalent sans sortir du cadre de la 
presente invention. ia 



1 er depot 
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REVENDICATIONS 

1) Adaptateur de mode optlque comportant un premier C1 et un second C2 
canal sur un substrat optlque 31 pour le raccordement d'un premier et d'un 
second guide d'onde respectivement k sa premiere 11 et a sa seconde 12 

5 extr6mit§, 

caracterise en ce que, ces deux canaux §tant recouverts par au moins une 
couche guidante 33, I'indlce de refraction du premier canal CI est infdrieur ^ 
celui du second canal C2. 

2) Adaptateur selon la revendicatlon 1, caracterise en ce que la largeur du 
10 premier canal C1 est supSrieure a celle du second canal C2. 

3) Adaptateur selon Tune quelosnque des revendications 1 ou 2, 
caract4ris§ en ce que comportant une cellule d'adaptation 2 dans laqueile ies 
deux canaux C1, C2 sont en contact, la premiere 21 respectivement ia seconde 
22 extremite de cette cellule 6tant dispos§e a proximity de ia premiere 11 

15 respectivement la seconde 12 extremite de I'adaptateur, la largeur du premier 
canal C1 d^crott de la premiere 21 § la seconde 22 extremite de ladlte cellule 
d'adaptation. 

4) Adaptateur selon la revendication 3, caracterise en ce que la largeur du 
premier canal CI est nulle a la seconde extremite 22 de ladite cellule 

20 d'adaptation. 

5) Adaptateur selon Tune quelconque des revendications 1 ou 2, 
caracterise en ce que comportant une cellule d'adaptation 2 dans laqueile les 
deux canaux CI, C2 sont en contact, la premiere 21 respectivement la seconde 
22 exhr§mite de cette cellule etant dlspos^e S proximite de la premiere 11 

25 respectivement la seconde 12 extremite de I'adaptateur, la largeur du second 
canal C2 d6cro?t de la seconde 22 S la premidre 21 extremite de ladite cellule 
d'adaptation. 

6) Adaptateur selon la revendication 5, caracterise en ce que la largeur du 
second canal C2 est nuite a ia premiere extremite 21 de ladite cellule 

30 d'adaptation. 

7) Adaptateur selon I'une quelconque des revendications 3 a 6, caracterise 
en ce que la seconde 22 extremite de ladite cellule d'adaptation coincide avec la 
seconde 12 extremite de cet adaptateur. 

8) Adaptateur selon I'une quelconque des revendications prec^dentes, 
35 caracterise en ce que I'indice de cette couche guidante 33 est superieur a celui 

du substrat 31 . 
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9) Adaptateur selon I'une quelconque des revendications pr6c§dentes, 
caracterise en ce qu'll comporte au moins une couche de recouvrement 34 
disposes sur ladlte couche guidante 33, rindice de cette couche de 
recouvrement i§tant jnf§rleur ^ celui de la couche guidante et a celui desdits 

5 canauxC1,C2. 

10) Adaptateur selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, 
caract§ris§ en ce que I'un au molns desdits canaux C1, C2 est jnt§gr§ dans ledit 
substratSI. 

11) Adaptateur selon I'une quelconque des revendications 1 a 9, caract6ris§ 
10 en ce que I'un au moins desdits canaux C1 , C2 fait saillie sur ledit substrat 31 . 

12) Adaptateur selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que I'indice de ladite couche guidante 33 vaut celui du substrat 
31 multiplie par un facteur superieur a 1 ,001 . 

13) Adaptateur selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
15 caracterise en ce que I'epaisseur de I'ensemble des couches guidantes 33 est 

comprise entre 1 et 20 microns. 

14) Adaptateur selon I'une quelconque des revendications precedenTtes. 
caracterise en ce que I'un au moins desdits canaux CI. C2 resulte d'gne 
implantation ionlque dans ledit substrat 31 . 

20 15) Methode de fabrication d'un adaptateur selon I'une quelconque des 
revendications 1^13 caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

- realisation d'un masque sur ledit substrat 31 pour d6finlr le motif M de I'un au 
moins desdits canaux CI , C2, 

- implantation ionique du substrat masque, 
25 - retrait dudit masque, 

- depot de ladite couche guidante 33 sur ie substrat. 

16) Methode de fabrication d'un adaptateur selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 13 caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

- implantation ionique du substrat 31 , 

30 - realisation d'un masque sur ledit substrat pour definir le motif M de I'un au 
moins desdits canaux 01, C2, 

- gravure du substrat 31 sur une profondeur au moins egale d la profondeur 
d'implantation, 

- retrait dudit masque, 

35 - depot de ladite couche guidante 33 sur le substrat 
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17) Wlethode selon I'une quelconque des revendications 15 ou 16, 
caract6ris§e en ce qu'elle comprend une etape de recuit du substrat 31 qui fait 
suite ^ I'etape d'implantation ionique. 

18) Wlethode de fabrication d'un adaptateur selon I'une quelconque des 
5 revendications 1 a 1 3 caracterise en ce qu'il comprend les 6tapes suivantes : 

- realisation d'un masque sur ledit substrat 31 comportant des ions mobiles 
pour d§finir le motif Wl de I'un au moins desdits canaux CI , C2, 

- Immersion du substrat masqu6 dans un bain comportant des ions 
polarisables, 

10 - retrait dudit masque, 

- d6p6t de ladite couche guidante 33 sur le substrat. 

19) M6thode de fabrication d'un adaptateur selon I'une quelconque des 
revendications 1 & 13 caract6ris§ en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

- depot d'une premiere couche 61 d'indice de refraction superieur ^ celui dudit 
15 substrat 31, 

- realisation d'un premier masque sur ce substrat 31 pour d§finir ledit premier 

^canal C1, 

- gravure du substrat 31 . 

- retrait dudit premier masque, 

20 - depot d'une deuxidme couche 62, 

- realisation d'un deuxi§me masque sur ce substrat 31 pour d^finir ledit second 

canal C2, 

- gravure du substrat 31 , 

- retrait dudit deuxidme masque, 

25 - depot de ladite couche guidante 33 sur le substrat 
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